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スピントランジスタを実現するためには, 半導体への高効率なスピン注入が必要である。 我々

は，Ge基板/MgO 絶縁層/Co2Fe0.4Mn0.6Si(CFMS)ホイスラー合金構造の素子において，Ge内のスピ

ン注入信号の観測に成功した[1]。しかし, MgO を絶縁層に用いることで, 素子抵抗が非常に大き

くなる課題があった。そこで，バンドギャップがMgOと比較して小さく, 抵抗を低く抑えられる

可能性のある絶縁材料として SrTiO3(STO)に注目した[2]。先行研究において STO(100)基板上に

CFMS薄膜を作製し，基板加熱温度 400～500℃で作製した試料において, B2規則 CFMS 薄膜を得

た。しかし, 特に表面平坦性に改善の余地があった。本研究では, CFMS 薄膜作製に関して基板加

熱とポストアニールを組み合わせることで, より高品位な薄膜を得ることを目的とした。 

 

実験は, STO(100)基板上に作製した CFMS (50 nm) 薄膜について行った。成膜には超高真空マグ

ネトロンスパッタ装置を用いた。成膜中の基板温度は 400℃で固定し, アニール温度を 200℃～

600℃で系統的に変化させた。結晶構造，磁気特性，表面平坦性をそれぞれ XRD, VSM, AFM を用

いて評価した。 

Fig. 1 に XRD パターンのアニール温度依存性を示す。すべての試料において, CFMS の(200)ピ

ークが観測され，B2 規則構造を有していることが分かった。Fig. 2 において, 基板温度のみ変化

させた試料と, ポストアニールと組み合わせて作製した試料の表面平坦性を比較した。ポストア

ニールを用いることで，特に高温領域において平坦性の高い薄膜が得られた。さらに，作製した

CFMS薄膜の B2規則度の最大値は 67%であり, 飽和磁化は最大で 1010 emu/ccであった。これは

いずれも基板加熱温度のみ変化させた試料よりも高い値を示しており, STO 上に高品位な CFMS

薄膜を作製することができた。 
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du Fig.1 XRD patterns for CFMS films with various 
post-annealing temperature.  

Fig. 2 Roughness comparison of substrate 

heating and post-annealing samples. 
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